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Для описания ферромагнитного состояния однодоменного кристалла α-Fe можно использовать 
локализованную модель, эффективный гамильтониан которой можно представить в общем виде [6]: 
 K SO ZH H H H   ,  
где HK – оператор энергии кристаллического поля, Hso – оператор энергии спин-орбитального 
взаимодействия, Hz – оператор зеемановской энергии. 
Оператор зеемановской энергии домена в эффективном магнитном поле B, с учетом двух подрешеток 
орбитального момента, будет иметь известный вид [6]: 2 SB LBZ B BH      
Полная энергия спин-орбитального взаимодействия в домене в приближении LS-связи [18] примет вид: 
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В рамках метода классической аналогии, полагая величины, входящие в вышестоящее уравнение, 
операторами, для спин-орбитального гамильтониана домена получим окончательное выражение: 
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В итоге уравнения для средних примут вид:  
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где B 2  – гиромагнитное отношение.  
По построенной  квантовой модели α-Fe выведены Гамильтонианы зеемановской энергии, 
кристаллического поля и спин-орбитального взаимодействия, и получены уравнения динамики 
намагничивания, но без учета магнитной вязкости, членов четвертого порядка реализация петли гистерезиса не 
осуществилась. 
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В настоящее время во многих странах мира (Россия проект «Искра», Япония проект «Gekko», Франция  
проект "Megajoule" и т.д.) идет строительство экспериментальных лазерных систем для создания управляемого 
термоядерного синтеза (УТС). Для УТС необходимо использовать излучение видимого и ближнего 
ультрафиолетового (УФ) диапазона. На данный момент самими мощными и высокоэффективными лазерными 
системами являются системы на ниодимовом стекле и йоде, генерирующие излучения ближнего инфракрасного 
(ИК) диапазона. Для преобразования ИК излучения в излучение видимого диапазона и ближнего УФ, 
необходимы преобразователи частоты лазерного излучения. Наиболее подходящими для этих целей являются 
монокристаллы KH2PO4 (KDP) и их дейтерированный аналог KD2PO4 (DKDP) [1]. Кристаллы KDP и DKDP 
активно используются в лазерной технике в качестве преобразователей частоты лазерного излучения уже много 
лет. Одними из главных требований для изготовления преобразователей частоты из данных кристаллов 
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являются: высокий процент дейтерирования, предельно высокая оптическая стойкость, однородность по 
показателю преломления и высокое омическое сопротивление.  
В данной работе проводится исследование распределения удельного поверхностного сопротивления в  
кристаллах KDP и DKDP в зависимости от параметров роста кристалла [2,3,4]. Для исследования 
использовались  крупногабаритные монокристаллы KDP и DKDP размерами до 410х410х100 мм, выращенные 
скоростным методом роста кристаллов в форме [5,6], в кристаллизаторах объемами до 700 л, в температурном 
интервале  от 45 до 25 ° С. Полученное двумерное распределение поверхностного сопротивления соотнесено с 
теневой и коноскопической картинами исследуемых образцов, что в свою очередь позволило установить 
влияние обнаруженных дефектов и неоднородностей на величину удельного сопротивления. Измерение 
сопротивления осуществлялось тераомметром Xa 10 kV MI 3210 по двухэлектродной схеме с охранным 
электродом. Данное исследование позволяет  разработать эффективную методику проверки качества 
выращенных кристаллов. 
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Разработка неразрушающих методов контроля качества источников магнитного поля включает в себя 
задачу топографирования различных компонент полей рассеяния. Метод магнитооптической (МО) 
визуализации на основе магнитооптического эффекта Керра позволяет визуализировать различные компоненты 
поля (полярная, продольная и поперечная чувствительности). Ранее в работе [1] была показана возможность 
топографирования нормальной к плоскости наблюдения компоненты поля магнитов при помощи 
металлических пленок в качестве индикаторных сред. 
В данной работе приводятся результаты экспериментального наблюдения изменения магнитооптических 
изображений в продольной чувствительности поля рассеяния магнита, магнитный момент которого 
ориентировался перпендикулярно плоскости индикаторной пленки, в присутствии внешнего однородного 
магнитного поля. Эксперимент проводился на Магнитооптическом Керр-микроскопe Magnetometer (Evico 
Magnetics GmbH). Внешнее поле He создавалось системой электромагнитов в плоскости индикаторной пленки в 
интервале He ~ 0 - 700 Э. Моделирование поля исследуемого магнита, соответствующих ему МО изображений и 
векторных графиков распределения плоскостной компоненты поля (рис.1) проводилось в прикладном пакете 
MathCad. 
В исходном (в отсутствии поля) состоянии МО изображение поля магнита (рис. 2, а) имеет одну особую 
точку типа So [2] и характерное угловое распределение яркости (область дипольной контрастности), похожее 
на такую же магнитооптическую картину от одиночного диполя, ориентированного перпендикулярно 
плоскости наблюдения (рис 1, а). 
